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熊本大学工学部附属工学研究機器センター  
  センター長  池上 知顯  

 

工学部研究機器センター報告第 46号をお届けいたします。  

本報告は工学研究機器センターの機器もしくは同センター内の機器室を使用して実施された

プロジェクトや研究に関して，平成 25年 4月から平成 26年 3月の間に，学内外で発表され
た論文等の要旨をお知らせするものです。  

本年度も数多くの皆様にご利用いただき，総数 20件の優れた研究成果が盛り込まれた報告を
発行することができました。ここに感謝申し上げます。 

今年度も引き続き本センターの機器充実を図る取り組みを推進するとともに，基礎分析技術

セミナーの開催をとおして，より多くの方々に本センターをご利用していただけるようにつ

とめてまいります。 

皆様におかれましては，今後なお一層，本センターのご支援のほど，よろしくお願い申しあ

げます。 

  



熊本大学工学部附属工学研究機器センター報告 -第 46 号- 研究課題 

 

【工学部 物質生命化学科】  
 
46-1 Ｘ線光電子分光法(XPS)による還元した酸化グラフェン(rGO)の特製評価 
46-2 酸化グラフェンの電子・プロトン混合伝導 
46-3 酸化グラフェン内部への金属浸透現象 
46-4 電解酸化還元サイクルにおける電気化学キャパシタの効果 
46-5 電解酸化グラファイト電極の作製 
 
 
【工学部 情報電気電子工学科】  
 
46-6 C61フラーレンと電子線照射によるグラフェン形成およびパターニング手法開発に関する

研究 
46-7 レチクルフリー露光装置を用いた伸縮基板対応アライメント方式の開発 
46-8 パルス光伝導法を用いたマルチ測定装置の開発 
46-9 相関法による空間中の微小パーティクルモニタリング 
46-10 陽極酸化アルミナ基板上への周期変調グラフェン製膜-陽極酸化アルミナ基板上へのグラフ

ェン作製- 
46-11 フォトリソグラフィを用いた変調 SiO2基板上へのグラフェン成膜とその特性評価  

に関する研究 
46-12 浮遊パーティクル検出手法の開発とその気流可視化への応用 
46-13 陽極酸化穴構造上への変調グラフェン作製に関する研究 
46-14 パルス光伝導法におけるマルチフラッシュシステムを用いた絶縁酸化膜評価装置 

の開発に関する研究 
 
 
【沿岸域環境科学教育研究センター】  
 
46-15 2005年夏季の有明海における貧酸素水塊と気象・ 海象との相互変動特性 
46-16 閉鎖性沿岸海域の環境再生と防災との調和 

－沿岸域の総合的管理の実現に向けた 基礎的研究－ 
46-17 八代海「野坂の浦」におけるアマモの 好適生育環境の予測・検討 
46-18 八代港に造成した「なぎさ線」における造成初期の 生態系構築過程 
46-19 八代海海域における水質環境特性 
46-20 有明・八代海海域における海水温変動と底生生物群集の応答特性 
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Fig1 : Pulse Photo-Conductivity Method Fig2 : Signal by Pulse Photo-Conductivity Method 
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Fig.2 Form a graphene film on alumina substrate 
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八代海海域における水質環境特性 
 

沿岸域環境科学教育研究センター 特別研究員  園田吉弘 
〃             教授   滝川清 

熊本県水産研究センター  川崎信二 
大学院自然科学研究科  青山千春 

〃       齋藤孝 
 

八代海海域における水質，赤潮データ，東シナ海北部海域における海面水温の長期観測データにより，八代海の

水質環境特性について検討した．水温，塩分，透明度，DO，ph，DIN，PO4-P，Dsi の水質実測データによるクラ

スター分析を行い，図-1 に示すように，八代海海域を 5 つのグループに区分した．また，図-2 の DIN，PO4-P，Dsi

の月変動にもとづく分布特性から，八代海の北部，南部，西部の海域における，10～2 月の栄養塩濃度が高い状態は，

海面養殖との関連性が示唆された．東シナ北部海域に開口する八代海海域における近年の水温変動は，東シナ北部

海域のそれとの連動が示唆された．近年，八代海海域の全域で水温の上昇傾向が続いており，これに呼応するよう

に，赤潮が急増していることが明らかになった（図-3）． 

(土木学会海洋開発論文集 B3 特集号, Vol. 69, No.2, 2013.6) 
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図-1 クラスター分析による海域区分

（2004/12～2012/3 の水温，塩分，

透明度，DO，ph，DIN，PO4-P，

Dsi の 8 項目の毎月観測値，海面下

5m 層） 
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図-2 海域区分ごとの水質項目の月変動（2004/12～2012/3，
海面下 5m 層) 
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